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【はじめに】我々の研究グループは、六角柱状の 3 次元結晶である Core-shell 型 GaN ナノ

ワイヤ(NW)を用い、高効率な長波長 GaInN/GaN 系量子殻 micro-LED を目指している。NW

の非極性面(m 面)、または半極性面(r 面)上に量子殻活性層(Multiple-Quantum-shell :MQS)を

形成するためピエゾ電界による QCSE の抑制が可能[1]である。量子殻 LED は同条件で成長

しても、In の取込みおよび拡散距離の違いにより m 面(NW 側面)、r 面(NW 斜面)、c 面(NW

上面)の順で発光波長の長波長化が生じる。c 面発光は分極により発光効率が低いため、これ

をエッチングで除去した試料と除去していない試料の 2 つのデバイスを作製し比較した。 

【実験方法】SiO2ホールパターンを形成した n-GaN テンプレート上に MOVPE 法により n-

GaN NW、GaInN 系量子殻、p-GaN 殻を成長させた。その後、c 面を除去せず ITO・p 型透明

電極及び Cr/Ni/Au・n 型電極を蒸着したサンプル 1 と c 面をエッチングで除去しその上に

SiO2 をスパッタで成膜後、同様に作製したサンプル 2 の 2 種類のデバイスを比較した。ま

た、ITO の面積を 2500 から 20000 μm2 まで変化させ、発光特性のサイズ依存性を調査した。 

【結果と考察】ITO 電極面積 20000 μm2のサンプル 1 および 2 の発光スペクトルの電流値依

存性を図 1(a)、25mA の発光写真を図

1(b),(c)に示す。発光写真から c 面を除去

することで、c 面起因の赤色発光が抑制さ

れ、発光強度が最大 7.9 倍向上しているこ

とが確認された。また、デバイスサイズに

よる依存性も確認された。それらの詳細

に関しては当日報告する。 

Figs. 1 (a) EL spectra of 20000𝜇𝑚ଶ luminous area in samples 1 and 2. Figs. 1 (b) and (c) Photos 

showing operating of samples 1 and 2 at an operating current of 25mA and luminous area of 20000𝜇𝑚ଶ. 
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